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１．概要（Summary） 

EUV（extreme ultraviolet）フォトレジストの評価に置

いて、EB（electron beam）露光はその露光時メカニズム

の類似から、有効な代替評価ツールである。本検討では、

EUV フォトレジストの高感度化のために EB 描画装置を

用いて EUVレジストパターニングを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 125kV 電子ビーム描画装置 

 

【実験方法】 

株式会社 EUVL基盤開発センター（EIDEC）に於い

て作成したレジスト基板を、国立研究開発法人物質・材料

研究機構（NIMS）微細加工プラットフォームの

125kV 電子ビーム描画装置を用いて露光した。パター

ンはラインアンドスペース（LS）で、40nmLSのパターン

に対して、基準となるレジスト対比で高感度化の有無を確

認した。パターンの確認は EIDEC にて、走査型電子顕

微鏡（SEM）で実施した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

基準レジスト（R-1）対比で高感度化の有無を確認し

た。

 

Fig.1 Evaluation of EUV resists by EB. 

R-1対比での R-2~R-4の感度を Fig.2にまとめる。最

高、80%の高感度化を確認した。 

 

 

Fig.2 Comparison of EUV resists sensitivity. 
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６．関連特許（Patent） 

無し 
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